
【改正前】H01L

H01L(半導体装置，他に属さない電気的固体装置)

半導体装置 他に属さない電気的固体装置

集積デバイス

組立体

整流・増幅・スイッチング 受光 発光

細部

整流・増幅・スイッチング素子単体 31/00

(受光素子

単体、

プロセス、

細部)

33/00

(発光素子

単体、

プロセス、

細部)

熱電

35/00

37/00

(熱電

素子

単体、

プロセ

ス、

細部)

超電導

39/00

(超電導

素子単

体、

プロセス、

細部)

有機

51/00

(有機

素子

単体、

プロセ

ス、

細部)

圧電

41/00

(圧電

素子

単体、

プロセ

ス、

細部)

23/00

(細部)

29/00

(電子素子単体)

25/00(組立体)

27/00(集積デバイス)

21/00

(プロセス)

43/00～
49/00

●FIにはH01L51無し。
●IPCのH01L51に対応するFIはH01L29,31,H05B33の一部。

特許庁



【改正後】H10

H01L(半導体装置，他に属さない電気的固体装置)

半導体装置 他に属さない電気的固体装置

集積デバイス

組立体

整流・増幅・スイッチング 受光 発光

細部

整流・増幅・スイッチング素子単体 31/00

(受光素子

単体、

プロセス、

細部)

33/00

(発光素子

単体、

プロセス、

細部)

熱電

35/00

37/00

(熱電

素子

単体、

プロセ

ス、

細部)

超電導

39/00

(超電導

素子単

体、

プロセス、

細部)

有機

51/00

(有機

素子

単体、

プロセ

ス、

細部)

圧電

41/00

(圧電

素子

単体、

プロセ

ス、

細部)

23/00

(細部)

29/00

(電子素子単体)

25/00(組立体)

27/00(集積デバイス)

21/00

(プロセス)

H10KH10H

H10D

H10F

H10D

H10W
・H01L23/, 25/
・H01L21/の実装、素
子分離、内部配線等

H10P
H01L21
/内の汎
用プロ
セス

メモリH10B

43/00～
49/00

H10N

特許庁
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